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El nuevo Diodo La-
ser Rojo a 638 nm,
de Mitsubishi Elec-
tric es el de mayor
potencia del mundo
en su clase

Mitsubishi Electric ha presen-
tado un nuevo diodo laser rojo,
denominado ML520G72. Este dis-
positivo ofrece la méas alta potencia
de salida obtenida en comparacién
con otros diodos laser de longitud
de onda en la region de 638nm y
por lo tanto se adapta perfecta-
mente a las aplicaciones destinadas
a pico proyectores u otros sistemas
de visualizacién portatiles que re-
quieren una fuente de luz roja con
alto brillo. La potencia de salida
del ML520G72 es de 500 mW,
ello supondra una mejora subs-
tancial en el disefio de proyectores
LED para aplicaciones portatiles.
El ML520G72 puede proporcio-
nar un flujo luminoso de hasta 60
[Gmenes (Im). Por el momento los
proyectores basados en LEDs se
caracterizan por ofrecer sélo 10 Im.

Ademas, el ML520G72 ofrece
una eficiencia de conversién electro
oOptica del 32% a 500 mW., a una
temperatura ambiente de 25°C.
Esto ayuda a reducir el consumo
de energia y por lo tanto extender
la vida atil de la bateria.

En el rango de temperatura de
-5a 40 ° C, el ML520G72 puede
producir hasta 500 mW de onda
continua (CW) de potencia. El dis-
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positivo es alin capaz de propor-
cionar luz laser pulsada de 600
mW a 50 ° C, cuando se opera con
un ciclo de trabajo méximo de 25%
en las frecuencias superiores a 50
Hz. Para operacion CWa 25°Cla
corriente umbral es de 170mA. La
corriente nominal a 500mW/2.3V
es de 680mA. El diodo laser rojo
estd integrado en un encapsulado
estandar CAN de 5.6mm.
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Placa de evaluacidn
para IPMs de la se-
rie L1/S1

Mitsubishi Electric presenta la
placa de evaluacién para Intelli-
gent Power Modules (IPMs) para
toda la serie L1/S1. La nueva placa
llamada EVBL1S1XX permite que el
ingeniero de disefio pueda testear

las caracteristicas y prestaciones
de los IPMs de Mitsubishi Electric.

La tarjeta puede ser utilizada
como un disefo de referencia con
respecto a trazado y componen-
tes.

La placa

El circuito EVBL1SXX s se basa
en las recomendaciones de interfaz
y circuito de driver de las especi-
ficaciones de la serie L1/S1 IPM.
Dispone de dos conectores IPM
diferentes para los dispositivos L1
y S1. Las sefales de de control se
conectan mediante un conector de
paso 2.54 mm. Unicamente precisa
de 24 V para alimentar la placa de
evaluacion EVBL1S1XX, incluyen-
do el control y la electrénica del
propio IPM.

Ademas incluye aislamiento
eléctrico DC/DC entre la entrada
de control de la placa de evalua-
cién y el modulo IP ademas de
aislamiento de sefiales mediante
opto-acopladores.

Los IPMS

La serie L1 IPMs de Mitsubishi
Electric est4 fabricada con chips
IGBT de bajas pérdidas basados
en la tecnologia full gate CSTBT™
(Carrier-Stored Trench Gate Bipo-
lar Transistor). El circuito incluye
funciones de proteccién contra
cortocircuitos, sobrecalentamiento
y caidas de tension.

Ademés de ser compatible con
los IPMs de la anterior serie L, esta
nueva serie ofrece otras mejoras
como una mejor relacion entre el
estado de conduccién y las pér-
didas de conmutacion, un mejor
control de la temperatura del IGBT

y un ciclo de potencia mejorado.
La nueva serie L1 IPMs esta dis-

ponible para 600V/1200V en tres

encapsulados distintos para co-

rrientes entre 25 Ay 300 A.
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Nuevos mddulos
MOSFET de 12.5V
para celulares

Mitsubishi Electric presenta dos
nuevos MOSFET de 12.5V de alta
potencia. Los dos dispositivos dis-
cretos, RD70HUF2 y RD35HUF2,
estan disenados para ser utilizados
como amplificadores de frecuencia
de alta potencia en 2-way radios
comerciales que operen en 25W
y 50W respectivamente. Ambos
modelos estan disponibles en VHF
o UHF y son conformes a la tecno-
logia de montaje superficial (SMT).

Los dos nuevos dispositivos son
dispositivo de potencia y alta efi-
ciencia. EIl RD70HUF2 tiene una
potencia de salida de 75W a 84W
en UHF y VHF y esta optimizado
para las radios de 50W. El RD-
35HUF2 ofrece una potencia de
salida de 43W a 45W en UHF y
VHF y estd optimizado para las
radios clase 25W. La eficiencia
de consumo, (la tasa de la elec-
tricidad convertida a potencia de
RF por los amplificadores) de al
menos 60% en UHFy 70% en VHF
para los dos dispositivos, permitira
a la préxima generacion de radios
comerciales (celulares) ofrecer un
consumo de energia inferior al
actual.

El RD70HUF2 y el RD35HUF2
cumplen los estdndares SMT, se
suministran en encapsulados de
plastico moldeado sin plomo, ap-
tos para su uso en un proceso de
soldadura por reflujo. Ademas,
los dispositivos se suministran em-
bandados en cinta y carrete, lo
que los hace adecuados para su
insertado SMT. Ambos dispositivos
utilizan nuevos encapsulados con
baja resistencia y optimizados en
coste.

Estos nuevos modulos son con-
formes con RoHS
Ref. N° 1009890
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